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Сегнетоэлектрическая энергонезависимая память – это перспективное устройство, 

представляющее собой структуру, способную изменять свою поляризацию, кодируя 

информацию, в зависимости от поверхностного сопротивления или электропроводности. 

Такие устройства легко объединяются в двумерные структуры, которые могут работать 

локально, а не всем массивом одновременно, могут быть совместимы с КМОП-

структурами [1]. Перспективы разработки памяти на сегнетоэлектрических структурах 

определяются уменьшением габаритов и, благодаря своим свойствам сохранения 

поляризации долгое время, энергонезависимости [2]. 

В качестве функционального слоя в сегнетоэлектрической памяти может 

применяться титанат бария (BaTiO3). Этот сегнетоэлектрик имеет свойство приобретать 

полярность под действием напряжения и таким образом создавать диполь.  

Работа сегнетоэлектрической оперативной памяти основана на принципе 

спонтанной поляризации BaTiO3, т. е. его способности выстраивать электрические 

диполи даже в отсутствие внешнего электрического поля. При воздействии внешнего 

электрического поля происходит ориентация доменов BaTiO3 – областей с однородной 

поляризацией, которая сохраняется и после снятия поля.  В каждой ячейке такой памяти, 

роль которой играют кристаллы BaTiO3, можно записывать информацию, контролируя 

знак ее поляризации. 

После нанесения методом магнетронного распыления пленки BaTiO3 на подложку 

из кремния в ней могут возникать внутренние напряжения ввиду несоответствия 

размеров их решеток, что приводит к появлению дефектов. В качестве таких дефектов 

выделяют следующие: растрескивание и сегментация (напряжение растяжения), 

отслоение и коробление (напряжение растяжения и сжатия), гофрирование (напряжение 

сжатия), а также деформационный рельеф (напряжение растяжения и сжатия) [3, 4].  

В данной работе предлагается заменить сплошные тонкие пленки BaTiO3 на 

островковые тонкие пленки (ОТП) BaTiO3. Авторами предполагается, что такая 

структура строения материала позволит снизить возникающие внутренние напряжения в 

покрытии ВТО, нанесенных на кремниевую подлодку.  

Целью данной работы является моделирование и исследование процессов 

функционирования ОТП BaTiO3 для обеспечения стабильных функциональных 

характеристик ячеек энергонезависимой емкостной памяти. 

Разработана модель туннельной проводимости в программе мультифизического 

моделирования [5] для определения морфологии ОТП. Расстояния между островками из 

титана в матрицах воздуха и BaTiO3 были смоделированы и проведено сравнение их 

значений. Моделирование показало, что увеличение расстояния между островками в 

матрице воздуха приводит к уменьшению плотности тока. Это говорит, о том, что 

структура из титана должна быть более плотной и близко расположенной 



(рекомендуемые расстояния 2–3 нм). Однако, если сравнивать использование воздуха и 

BaTiO3, то плотность тока больше при использовании BaTiO3, что говорит об увеличении 

допуска на расстояние при его использовании (возможны расстояния до 8 нм). Стоит 

заметить, что при расстоянии 10 нм значение у BaTiO3 значительно ниже, чем у воздуха, 

что соответствует физике процесса, ведь при таких расстояниях возникает полевая 

эмиссия. 

В дальнейшем планируется проведение экспериментов с полученными размерами 

ОТП структуры и обработка результатов. 
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